
MTK社製・水素水生成機器の基本仕様
商品名：PureGenExce 型式：PGE15L12P）



水素水

出典：表面技術（オルガノ社）

1MHz超音波ノズルから液吐出
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効果 内容

酸化防止（還元作用） 水素は還元性を持つため、ウエハ表面の酸化を抑制。特に酸化膜の再形成防止に有効。HF処理後などに効果的。

残留フッ素イオン除去補助 SC1/SC2処理後などで残存するフッ素系イオンの脱離促進・中和補助として働く可能性。

微粒子（パーティクル）除去効果の補強 表面電荷状態を中性化させることで、微粒子の静電吸着を低減し、洗浄効率向上が期待される。

金属汚染の抑制 金属イオンの酸化還元反応により再付着を防ぐ効果が示唆されている。

材料への低ダメージ洗浄 酸やアルカリを使わない中性系処理のため、材料ダメージが少ない洗浄が可能。特に脆弱なデバイスで有利。

水素水とは
ウエハの洗浄などのウエット処理において使用される水素水（H₂水）は、特に化合物半導体（例：SiC、GaN）やシリコンウエハの表面仕上げ工程において、
以下のような目的・効果をもって利用されます。

■水素水の主な効果



■用途・適用プロセス例

工程 用途

最終洗浄（Final Clean） フッ酸や有機薬液による処理後のリンス用途。酸化防止・再汚染防止に有効。

CMP後洗浄 金属粒子やスラリー残渣の除去後の仕上げに使用。酸化膜形成防止に貢献。

SiCウエハ表面洗浄 酸・アルカリによるエッチング後、再酸化を避ける目的で水素水をリンスに使用。

フォトリソ後洗浄 レジスト除去後の微細パターン表面へのダメージ低減と金属汚染抑制。

■ まとめ
水素水は、「酸化防止」「低ダメージ」「金属・粒子除去」などの追加的な洗浄効果を中性環境で提供し、高精度かつ高信頼性が求められるウエハ洗浄プロセスに
おいて重要な役割を果たします。

■適用実績

工場・用途 実績例

ロジック半導体製造工程 HFリンス後の再酸化防止リンス用途にH₂水使用

GaN/SiCパワーデバイス製造ライン 表面微粒子除去と酸化膜抑制に水素水使用

CMP後洗浄工程 スラリー残渣除去後の仕上げ洗浄用に水素水を適用
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